
12” T/M Wafer 측정 및 분석 성적서 관련 

1.  Spec 

12” , P / Boron , Thickness : 750-800um , Resistivity : 1-100ohm.cm 

Double Side Polished, Notch type,  

Particle : >0.2um@Max 20EA 

Laser Mark : hard laser mark   T7+OCR 

Label : Dummy 표기이나 실질적으로는 Test 품질 수준으로 결론 

검사 성적서 측정 방식  : 전수 검사 

 

 

mailto:0.2um@Max


2 . ZingSemi 입고 사진 

 

3 Zingsemi 월 캐파 : 1만장 / 월 

 

4. Zingsemi 메이커 Particle 제조 능력 : 65nm급 

 

5 . 현 국내 재고 보유량 : 9,500장 

 

 



 

 

6. ZingSemi Particle 측정 Data 

측정 장비 : SP2 

 

 

[그림1-1] 

 



 

 

[그림1-2] 

측정 결론 : 2차에 걸쳐서 측정한 결과 1차에서는 65nm급 Particle 수준도 만족하는  

수준이 였으나, 2차에서는 180nm정도에서 소량씩 발견되는 점으로 미루어 

아직은 Partilce Spec을 0.2um 개런티 범위로 잡아야하며, 왕왕 그중에 

좋은 Particle Spec이 나올 수 있을 것으로 사료 

 

 

7. ZingSemi Thermal Oxidation Process결과 

공정명 :  SiO2 3,000A by Wet Thermal Oxidation 

공정 조건 : H2O 1,050도에서 Bubbling 

공정 시간 : 약 8hr 

Uniformity (두께 균일도) : 0.57% 매우 좋은 수준 

공정 후 결론 : 고온 공정에서 작업하면 Polishing 테크닉에 따라 어떤 웨이퍼에서는  

산소 Swirl이라는 회오리 모양이 보일때도 있으나, Zingsemi 웨이퍼는 그런 것이 없었으며, 

Uniformity도 실트론 웨이퍼 수준으로 나옴. 반도체에서는 Edge 5mm안에서 Uniformity 5% 혀용 

범위로 간주 

 

 



 
[그림 2-1 , Zingsemi wafer thermal Oxidation Uniformity 결과]. 

 

 

 



 

8. ZingSemi DC Sputtering Process 결과 

공정명 :  Ti 250A / Al+1%Si 1um Depo by DC Sputtering Process 

공정 조건 : 아래 그림 참조 1um로 두꺼워서 5,000A씩 2번 증착 

 

 

Uniformity (두께 균일도) : 1.2%이내 매우 좋은 수준 

공정 후 결론 : 메탈 증착후 Al의 경우 웨이퍼 표면이 안 좋거나하면 Al2O3로 변화는 산화 경향

이 있으나, Zingsemi wafer는 그런 것이 없이 깨끗함, Ti와의 Addhesion Layer 역할도 충분히 함 

Uniformity도 실트론 웨이퍼 수준으로 나옴. 반도체에서는 Edge 5mm안에서 Uniformity 5% 혀용 

범위로간주



 

 

 

 



9. ZingSemi surface Roughness / Thickness / Resistivity 

측정 결과 

 
의뢰 기관 : 한국 나노기술원 ( http://www.kanc.re.kr ) 

9-1 Roughness Data 

측정 장비 : AFM 

측정 결과 : -> 100mm*100mm 로 잘라서 9 point 측정했습니다.  

 

Ra 값을 보시면 됩니다. ave 값으로 약 0.5~0.6nm 나왔습니다 

 

http://www.kanc.re.kr/


 

[그림3-1AFM측정결과] 



 

 

[그림3-1AFM측정결과] 



 

 

 



9-2 Thickness Data 

측정 장비 : Height Gauge 

측정 결과 :  

 

300mm full wafet 에서 9 point 측정했습니다. ave 값으로 약 900um 정도 나왔습니다 

 

 
 

 

9-3  Resistivity  Data 

측정 장비 : 4point probe 

측정 결과 : 100mm*100mm 로 잘라서 13 point 측정했습니다.  

 

ave 값으로 약 20 ohm.cm 정도 나왔습니다 

 



 
 



 
 



 
 

9-4  Orientation  Data 

측정 장비 : TEM 

측정 결과 : <100> 일치 

 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

[분석 추가 설명] 

 

흰점이 실리콘 원자를 나타내는 것 초록색 길이가 원자 10 개가배열된길이를잰 

것이그것을 10 으로나눠서 , 원자 한 개의길이를 잰 것임 

 

즉,0.26nm 라는얘기인데그정도크기의원자크기가<100> 일때의값입니다 

 

<111>의경우 0.31 정도나옴 

 



 
 

[결 론 ] 
 

웨이퍼의 Particle 은 0.2um@Max20ea 이하로 스펙 관리되면 종종 Particle 이 좋은 웨이퍼가 

나올 수도 있음 

 

측정 결과 TEM 분석을 통해 <100>이 맞고, 두께는 900um 정도 나오며, 이정도 두께면 

차후 Reclaim 이나 Coinroll wafer 로도 충분히 사용 가능함 

 

저항 값은 20ohm.cm 가 나오고 표면 Roughness 는 5~6A 정도로 좋게 나옴 

 

차후 타입은 측정을 더 해야함. 

 

공정상에서는 고온 공정에서 표면의 변화 (산소 Swirl 이 나타나지 않음 ) 면의 변화가 

없어서 Uniformity 도 잘 나오는 것으로 판단 

 

Al 의 산화나 Haze 가 나오지 않음 

 

더 필요한 측정 내용 : Type , TTV , Bow , Warpage  
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별첨 . 65nm Particle Spec 성적서 

  

 


